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近年、IoT 機器や EV などへの給電用に無線電力伝送技術が

注目されている。給電において、無線であることの利便性を損

なわないような中長距離電力伝送と EV や産業機器などに対応

する大電力の両立が、将来の無線電力伝送の普及に向けた解決

すべき課題であると考えている。それを実現できるのが高周波

（マイクロ波）を用いた電力伝送である。我々は、受電整流器

において高周波動作大電力化が可能な AlGaN/GaN ノーマリオ

フトランジスタのゲートとドレインを接続した構造を検討して

いる。これまでに、その構造でダイオード動作することを確認

した。今回、高周波整流器の作製・評価に向けて、GSGパター

ンを有するダイオードを作製し、モデル化、および、整流特性

評価を行った。 

図 1(a)(b)に測定したダイオードの GSG パターンと断面構造

を示す。アノードは MIS ゲート型ノーマイオフ AlGaN/GaN 

HEMTのゲート電極とドレイン電極を接続した構造とした。こ

こで、AlGaN 層は、HEMT のノーマリオフ化のための n-GaNキ

ャップ層のエッチングを停止する役割を担っている。そのため、

トランジスタでの閾値電圧、つまりダイオードのオン電圧をエ

ピ結晶の AlGaN層の膜厚と組成により、制御可能である[1]。 

図 2に、作製したダイオードの I-V特性を示す。ゲート長 2 m、

ゲート幅 50 m、アノード・カソード間距離 4 mである。この

ダイオードのオン電圧は 1.0 V@1 mA/mmである。この I-V特性

に対して、pn接合ダイオードモデルを用いて、モデル化を行っ

た（赤波線）。順方向・逆方向ともに良好なフィッティングが得

られた。また、高周波整流特性のシミュレーションに向けて、

小信号 Sパラ特性のバイアス依存性のモデル化も行った。 

図 3に 20 MHzの整流特性を示す。測定では、信号発生器よ

り正弦波信号（電圧振幅 8 V）を入力して、100 負荷の出力電

圧をオシロスコープで観測した。その結果、負荷抵抗部に 0.6 V

の半波が観測され、本ダイオードを用いて、少なくとも 20 MHz

での整流が可能であることが確認された。整流特性のシミュレ

ーションを行った結果も図 3に示す（黒波線）。実測に、ほぼ一

致するシミュレーション結果を得られており、作成したダイオ

ードのモデルが妥当であることが確認された。 
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図 1  評価 GSG パターン(a)と断

面構造(b) 

図 2  ダイオード I-V特性 
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図 3  20MHzの整流特性 
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